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１．概要（Summary） 
グラフェンは炭素六員環構造で単原子層の新材料で

ある[1]。室温で最も高い電子易動度を持つことから、電

界効果トランジスタや、各種センサなど、電子デバイスへ

の応用が期待されている。多層グラフェンをシリコンに代

わる電子材料として用いることで一桁速いデバイスの実現

が期待されている[2]。また、多層グラフェンは印加電場の

強さや積層の仕方が変わることで電子状態などが異なる

ことから、ケルビンプローブフォース顕微鏡( KPFM )によ

る微細表面電位分析が一つの解決手法として期待されて

いる。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

シリコン専用各種熱処理(酸化、拡散)装置一式，カー

ボン用プラズマ成膜装置 
 

【実験方法】 
表面酸化処理されたSiO2 / Si基板に豊田工業大学東

棟グリーンルーム内で合成した単層~数層のグラフェンを

転写した。転写後、表面科学研究室実験室内の原子間

力顕微鏡( Multi Mode8, Bruker 社 )を用いて KPFM
観察した。 

 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

SiO2 / Si基板上の転写グラフェンの表面電位像をFig. 
1 に示す。1 層、2 層、3 層の各部がコントラストの違いで

観察された。 
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Fig. 1 contact potential difference image of 
few layer graphene. 


